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PC からスマートフォンへコンピュータプロ

セッシング技術が変化し、携帯性が重要な端末

の要素となってきている。このため LSIデバイ

スが消費する電力を低く抑制する技術が要求

されている。さらに今後あらゆる機器がネット

接続する IoT(Internet of Things)やウェアラブル

の時代に向け、プロセッサの能力向上と共に低

消費電力が LSIの重要性能指標となってくる。 

動作時と待機時の総計動作電力指標である

MEP(Minimum Energy Point)を考えると、電源

電圧を下げた場合のリーク電流増加と駆動能

力低下のトレードオフと表現される[1][2]。 

図 1. 1M-Tr.の Vthバラツキ比較 

そのMEPを満足する LSIデバイス候補の一

つとして、SOTB(Silicon On Thin Buried oxide) 

基板を用いた LSI デバイスに期待が寄せられ

ている。図 1 に示すようにバルク Si デバイス

では Vthバラツキが大きく、低 Vth側でリーク

が、高 Vth側で動作電圧が決まり、Vthバラツ

キ抑制がMEPを満足するために必要である。 

SOTB デバイスではドーパントレスチャネ

ルを構成できるため、図 1の通り、バルク比で

約 1/3 へバラツキを低減できる。また、SOTB

の特徴の一つである薄い埋め込み酸化膜越し

に基板バイアスを効果的に印加し、Vthを制御

できるため、トランジスタを高 Vth化、低リー

ク状態に保つことが可能である[3][4]。 

図 2に SOTBデバイスの適用 IoTアプリイメ

ージを示した。従来品と比べより低電源電圧、

低リークでの動作が可能となるため、低消費電

力、適切な動作周波数のアプリへの適用を期待

できる。一方、スケーラブルにより高い動作周

波数でのアプリに向け、電源電圧を高く設定す

ることも可能である。これら SOTBデバイスの

開発状況について報告する。 

 
図 2. IoTに向けた SOTBアプリイメージ 
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